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1. 概要（Summary） 

 当研究室では酸化グラフェン(graphene oxide:GO)

をシリコンのエッチング反応に対する触媒として用

いた GOアシストシリコンエッチング技術の開発を

行っている[1]．本課題では GOアシストエッチング

を用いて作製した試料の表面形状像取得のため京都

大学ナノテクノロジーハブ拠点の 3Dレーザー顕微

鏡を用いた． 

2. 実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3D測定レーザー顕微鏡 

【実験方法】 

P型シリコン基板に酸化グラフェンをスピンコート

法で展開したのち，基板をフッ酸および硝酸からな

るエッチング液に浸漬することでエッチングを行な

った．また，酸化グラフェンパターンを形成するこ

とで，エッチング箇所の制御を試みた．エッチング

後の試料の表面形状像測定には京都大学ナノテクノ

ロジーハブ拠点の 3Dレーザー顕微鏡(OLS4000-

SAT,オリンパス製)を用いた． 

3. 結果と考察（Results and Discussion） 

3Dレーザー顕微鏡を用いて取得した GOアシスト

エッチング後の表面形状像およびラインプロファイ

ルを Fig. 1に示す．光プロセスを用いて GOパター

ンを形成したのちにエッチングを行うことで，幅 2 

µmのパターン形成が可能であることが示された．

さらなるパターン幅精度向上のため光プロセスの最

適化を試みるとともに，エッチング速度のさらなる

高速化のため，酸化グラフェンへのヘテロ元素ドー

ピングによる触媒能向上を今後試みる予定で

ある． 

 

 
Fig. 1 The morphology of patterned GO/Si 
substrate after etching in HF-HNO3 and its cross-
sectional profile. 
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